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Uplatnenie výsledkov projektu 
Nová vyvinutá metodika vyhodnocovania elektrofyzikálnych parametrov Schottkyho štruktúr 
a HEMT tranzistorov bola použitá pri charakterizácii elektrických vlastností polovodičových 
prvkov na báze heteroštruktúr na GaN. Analýza a optimalizácia geometrie hradlovej elektródy 
HEMT tranzistorov podporená 2-D TCAD simuláciami viedli k návrhu tranzistorov s výrazne 
menšim zvodovým prúdom cez hradlovú elektródu.  

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Práca bola zameraná na tvorbu fyzikálno-matematického modelu charakterizujúceho celkový 
prúd cez rozhranie kov – polovodič na širokopásmových polovodičoch na báze GaN 
a pomocou neho identifikovať termoemisnú zložku prúdu, z ktorej sa určuje výška Schottkyho 
potenciálnej bariéry. Nami navrhnutý model zahŕňa všetky zložky podieľajúce sa na celkovom 
prúde Schottkyho kontaktom (termoemisný prúd,  tunelovací prúd, generačno-rekombinačný 
prúd a zvodový prúd). Správnosť nami navrhnutej metódy bola verifikovaná pomocou 
nezávislých fotoelektrických meraní. Ďalšie analýzy I-V charakteristík ukázali väčšie záverné 
prúdy tečúce cez Schottkyho kontakt hradlovej elektródy HEMT tranzistorov zapríčinené 
zvodovým prúdom tečúcim medzi kontaktnými plochami ohmického a Schotkyho kontaktu 
umiestneného priamo na GaN vrstve. Novo navrhnutý typ štruktúry HEMT tranzistora s 
kontaktnými plochami umiestnenými na hornej MESA vrstve vykazuje výrazné zníženie 
záverného prúdu Schottkyho hradlovej elektródy. Vzhľadom na prezentované výsledky 
môžeme konštatovať, že stanovené ciele riešenia projektu boli úspešne splnené. 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

The work was focused on the design of the physical-mathematic model which characterizes 
the total current through metal - semiconductor interface based on wide band gap GaN 
semiconductors. Using our model pure thermionic current part can be identified and the 
Schottky barrier high can be determined. Our designed model covered all current 
mechanisms flow through Schottky contacts (thermionic current, tunneling current, 
generation-recombination current and leakage current). The results were verified by 
independent photoelectric measurements. Further analyses of the I-V curves show higher 
reverse currents of the Schottky gate electrode of the HEMT transistors. The current is 
created by high leakage current of the expanded contacts through GaN buffer. New designed 
HEMT transistors with the expanded contacts located on the top of the MESA layer show 
strong decrease of the reverse gate current. Finally we can conclude referring to the 
presented results that the specified objectives of the project were successfully  executed. 
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